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Terahercinių bangų (THz) spektroskopijos sistemos
gali būti taikomos įvairiose mokslo bei pramonės šakose:
medicinoje, saugumo sistemose, maisto bei plastiko pra-
monėje, meno dirbinių restauracijoje ir t.t. Tiriant puslai-
dininkius THz spektroskopijos metodikos leidžia nustaty-
ti krūvininkų gyvavimo trukmę bei judrį puslaidininky-
je, puslaidininkio draustinių juostų tarpą bei slėnių pa-
dėtis. Visiems minėtiems taikymams svarbu turėti ko-
kybiškus THz spinduliuotės šaltinius, tad pastarųjų kūri-
mas bei charakterizavimas yra itin aktualus. THz emisijos
intensyvumą lemia THz impulsus spinduliuojančio dipo-
lio orientacija [1], tad tyrinėjant potencialius THz spindu-
liuotės šaltinius svarbu mokėti tą orientaciją nustatyti.

Šiame darbe pristatomos dvi THz spektroskopijos
metodikos skirtos THz impulsus spinduliuojančio elekt-
rinio dipolio pasvirimo kampo puslaidininkio paviršiaus
normalės atžvilgiu nustatymui. Pirmoji metodika leidžia
išmatuoti THz impulsus spinduliuojančio elektrinio dipo-
lio pasvirimo kampą (θ) atliekant THz emisijos intensy-
vumo priklausomybės nuo sužadinimo kampo matavimus
pralaidumo geometrijoje. Antroji metodika remiasi THz
impulso atspindžio geometrijoje matavimais ir gautų re-
zultatų analize. Bendru atveju, optiškai sužadinus puslai-
dininkio paviršių, sugeneruojami du skirtingomis krypti-
mis (atspindžio ir pralaidumo) sklindantys THz impulsai.
Žinant šių impulsų energijos santykį bei remiantis teori-
niais skaičiavimais galima rasti elektrinio dipolio pasviri-
mo puslaidininkio paviršiaus atžvilgiu kampą.

Bandinių optiniam sužadinimui naudotas Tita-
to:safyro lazeris generuojantis 150 fs trukmės, 800 nm
bangos ilgio impulsus, kurių pasikartojimo dažnis 76
MHz, o koherentiniam THz spinduliuotės detektavimui
– žemoje temperatūroje auginto GaAs detektorius (UAB
Teravil). Matavimo metodikos išbandytos su savojo laidu-
mo (100) orientacijos GaAs padėklu magnetiniame lauke.
Gauta tiesinė THz impulsus spinduliuojančio elektrinio
dipolio pasvirimo kampo priklausomybė nuo magnetinio
lauko indukcijos koreliuoja su ankstesniais kitų moksli-
ninkų gautais rezultatais ir patvirtina mūsų metodų pati-
kimumą (1 pav.).

Be to, atlikti novatoriški kampo θ priklausomybės
nuo sužadinimo intensyvumo matavimai, kurie rodo, kad
(111) orientacijos GaAs padėkle θ yra proporcingas kvad-
ratinei šakniai iš optinės energijos srauto (2 pav.). Pasta-
rieji rezultatai labai svarbūs tiriant THz impulsų genera-
vimą puslaidininkiuose nulemiančius netiesinius-optinius
bei anizotropinės fotosrovės mechanizmus.

1 pav. THz impulsus spinduliuojančio dipolio pasvirimo
kampo priklausomybė nuo išorinio magnetinio lauko.

2 pav. THz impulsus spinduliuojančio dipolio pasvirimo
kampo priklausomybe nuo optinės energijos srauto.
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